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PrOfungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
@ Mehrfachchip-Halblatteivornchtung 

@ ana In Han eingegossane Mehrfachchlp-Halblaitarvor- 
richtung waist einan LaJtarrahman mit ainar Vialiaht von 
Leham auf, zu denan ObarkrauzungsJaitar zfthlan, walcha 
aich an der Vordersalto oder der HOekaalta von Halblaitarela- 
menten ubar daren SaitenrSndar hinaus arstracksiv wobal 
aia Infolga ainas darwiBchengafQgten IsoHersnden Matariala 
kalnon alaktriachan Kontakt zu dam Halbleftaralomant ha* 
ban. DIa Elaktroden ainas Elamants und einaa andaran 
Elamanta Bind durch BondadrehtB gamain&am elaktrfaoh mil 
dam ObarkrauzungaJaitar varbundan. Die Vorrichtung kann 
zum alaktriachan VarbifMton dar Elaktrodan banaohbartar 
Bamanta ain Ftknbondaband mJt auf ainam laoOarband 

gabildataa Lattam anthaltan. Daa Fllmbondaband kann ainan 
ibarkrauzungalaitor zum Obarkrauzan ainaa andaran Laitara 
enthaltan. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Mehrfachchip- 
Halbleitervorrichtung (multi-chip-package- bzw. MCP- 
Halbleitervorrichtung) mit xnehreren Chips bzw. Sub- 
straten in exnem einzigen Geh&use, in 6tm mehrere 
Haiblelterelemente in GleBharz eingegossen $md. 

£s wird zwar angcstrebt, eine Halbleitervorrichtting 
auf dnem einzigen Chip bzw. Substrat auszubildeo, urn 



element 3 Qber die Elektrode 5 einer starlcen mechani- 
schen Belastung ausgesetzt ist. ist die ZuverlAasigkeh 
dieses Halbleitcrelements 3 vcnnindcrL Ferner kdnnen 
nur diejenigen Elektroden 5 mit dec Bondedrfthten 7 
verbunden werden, die an den einander benachbarten 
Seiten der beiden Halbleiterelemente 3 angeordnet ^d. 

Zur Venneidung der vorstehend beschriebenen Fro- 
bleme bei den herkOmmlichen Mehrfachchip-Halblei- 
tervomchtungen liegt daher der Er&xdung die Aufgabe 



em sehr kompaktes und schnellcs elektronisches System lo zugrunde, cine Mehrfachchip-Halbleitervorrichlimg zu 
mit einer solchen Halbleitcrvorrichtungherzustellen^je- schaffen, in der die Leiter beliebig angeoidnet weiden 
doch ben6tigt das Entwerfcn, Entwickehi und Herstel- kdnnen, um eincn hfiheren Fhsiheitsgrad zu erhahen, 
len von neuen Haibleitcrvorrichtungen lingere Zeit wobei die Zwischenverbindangcn zwischen den Halb- 
Pemer mflssen zum Kombinieren einer analogen Schal- Idterelementen und die Halbleiterelemente selbst ver- 
tung mit einer digitalenSchaltungmancherleiProbleme 15 besserteZuveria^sigkeithabensoUen. 
bezOglich der elektrischen Eigenschaften und der Wa- Die erfindungsgemfifle MefarfacbcMp-HaUileitervor- 
ferbearbeitung geMtet werden. Daher wird m zunehmen- richtung enthftlt demnach mehrere Halbleiterelemente^ 
dem MaBe statt des Systems auf einem emzehicn Chip die jeweils eine crste und eine zweitc HauptfUche ha- 
eme Haibleitervorrichtung m Mehrfachchip-Ausftlh- ben. wobei auf der eretciiHauptllftche eine Anzahl von 
rung (MCP-Ausfahrung) vcrwcndet, bei der mehrere 20 Innenclektroden angeordnet ist I>ie Halbleiteielemen 
sresrenw&rtiff verfflflrbare HalbleiterchinA Sn Mn^m «^tnvj. f « oirn^ 



gegenw&rtig verfOgbare Halbleiterchips in einem einzi- 
gen Gehfluse eingegossen sind 

Erne herkdmmliche Mehrfachchip-Halbleitervorrich- 
tung gemflB einem Beispiel enthfilt eine Keramikunter- 
lage Oder eine Drucksdialtungsplatte, an der mehiere 
Halbleiterchips angebracht sind und die zusanunen mit 
einem Lelterrahmen in PreBspritsgufi dngegossen ist 
Da jedoch bei dieser Anordnung ein Keramiksubstrat 
Oder eine Dnickschaltungsplatte verwendet wird, die 
teuer sind, wird die ganze Vorrlchtung teuer. 

In einer anderen herkdrnmllchen Mehrfachchip- 
Halbleitenrorrichtung sind gem&fi der Darstellung In 
1%. 14 und 15 mehrere Halbldterelemente direkt an 
einem Lelterrahmen angebracht DJl, gem^ diesen Fi- 



50 



te sind an einem Leiterrahmen mit einer ^elzahl von 
Leitem einschlieBlich von Oberkreuzungsleitem ange- 
bracht, welche sich an mindestens einem der Halbleiter- 
elemente von einer Seite zur anderen Ober deren Sei- 
tenrfinder hinaus erstreckei^ ohne mit den HauptfUl- 
chen des Halbleiterelements in elektrisdiem Kontakt zu 
stehen. Zwischen die Elektroden der HalUdteielemen- 
te und die Leiter des Leiterrahmens sind zu deren elek- 
trischer Verbindung BondedrShte gesdialte^ die zusam- 
men mit den Halbleiterelementcn und Teikbschnitten 
der Leiter in GleBharz eingegossen sind. 

Das Halbleiterdement kann an seiner erstoi oder 
zweiten Hauptflflche an einem elektriscfa isoUeraidm 
Material angebracht sein, welches an dem Oberkreu- 



gurcn cnmait die Halbleitervornchtung Halblciterele- 35 zungsleiter angebracht ist, und zumindest die Innenelek- 
mente Sj^dle jeweils an zwei im wesentlichcn rechtecki- troden des einen und des anderen Halbldterdements 
gen PreSanschluBfiftchen 2 angebracht sind. welche je- k5nnen elektrisch gememsam dun* Bondedrfihte mit 
weUs zwei Zuleitungen 1 haben. Die AnschluBflfichen 2 dem Oberkreuzungsleitcr verbunden sein. 
smd nebeneinander angeordnet und um die AnschluB- Altcmativ kann der Uiterrahmen cdne AttschluBfl&- 
nachen 2 henim ist erne Anzahl von Leitem 4 dcrart 40 che enthalten, an der ein anderes der mehreren Halblei* 



angeordnet, daB deren innere Enden durch Bondedrflh- 
te mit Elektroden 5 der Halbleiterelemente 3 verbunden 
werden kOnnea GemfiB Flg« t6 werden die Elektroden 
5 an den zueinander benachbarten Sehen der Halblei- 
terelemente 3 mitehiander elektrisch durch Bondedrflh- 
te 7 verbunden, wodurcfa die Anzahl der Leiter 4 verrin- 
gert werden kann, die Halbleitervornchtung verkleinert 
werden kann und die Gehftusesubstrate veremfacht 
werden kdnnen. Die auf diese Welse vorbereitete ganze 
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Ziwammenstenimg wrd n^^^ der AuBenab- 30 Ober die Halbleitervornchtung hinwcgerstrccken und 
schnitte der Leiter 4 hi ein einzi^es Oiefthflr«ffAh«tir* a Mm rn««,.»i^u«».^^ ^ «^m.i_.^ ® 



schnitte der Leiter 4 hi ein einziges GieBharzgeh&use 8 
eingekapselt 

Bei der vorstehend beschriebenen herkdmmlichen 
Mehrfachchip-Halbleitervorrlchtung kflnnen die Leiter 
4 nur um den Umfang der AnschhiBfUchen 2 herum 
beliebig angeordnet werden, so daB die dektrische Ver- 
bindung zwischM den Elektroden 5 an den Halbleiter- 
elementen 3 und den Leitem 4 nldit frei gewfihlt werden 
kann, was es erforderUdi macht, die Anzahl und die 
L&nge der Leiter 4 zu vergrftBcm, wodurch die gesam- 
ten Abmessimgen der Halbleitervornchtung gr^fler 
werden und die Leiterinduktivitat groB wird. 

Da ferner die Elektroden 5 an den beiden verschicdc- 
nen Halbleiterelementen 3 miteinander gemtB Fig. 16 
durch die Bondedrflhte 7 verbunden werden, was zur 
Folge hat, daB an der Heftbondeseite 9 des Bondedrah- 
tes 7« an der der Bondedraht 7 fest g^en das Halbleiter- 
element 3 gepreBt und abgetrennt vM, das Halbleiter- 



terelemente angebracht ist, wobei ndndestens ein Halb- 
Idterelement an dessen zweiter HauptfUdhe an einem 
elektrisch isolierenden Material angebracht Ist; das auf 
den Oberkreuzungsleiter aufgebracht 1st, imd wobei 
mindestens eine der Innenclektroden des elnen H*alblei- 
terelements imd mindestens euie der Innenclektroden 
des anderen Halbleiterelements beide elektrisch durch 
einen Bondedraht mit dem Oberkreuzungsleiter ver- 
bunden sein kdnnen. Der Oberkreuzungsleiter knnn sich 

nK»r Ai» UoIKIm^aw*.^...;^!.*...^ T^t^. ^ . t ^ 
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die Innenelektroden an den Halbleiterelementen wer- 
den elektrisch mit dem Oberkreuzungsleiter verbunden. 

Die er^ungsgem&Ben Mehrfachchip-Halbleiter- 
vorrichtung kann ein Flhnbondeband CTAB-Band) mit 
dner Vielzahl von elektrischen Fibubondeleitem auf- 
weisen, die auf einem Isolierband ausgebOdet sand und 
die durch USten mit den Innenelektroden benachbarter 
Halbleiterelemente zu deren elektrischer Verbindung 
verbunden werden. Die Fihnbonddeiter k5nnen auf nur 
einer Seite des Isolierbands ausgebildet sein oder alter* 
nativ einander gegenOberliegende Endabschnitte, die 
auf der gleichen Seite des Isolierbands ausgebildet sind, 
einen Mittelabschnitt, der auf der anderen Sdte des 
Isolierbands ausgebildet ist, und Brflckenabschnitte auf- 
weisen. die elektrisch die Endabschnitte mit dem Mittel- 
abscfanitt verbinden. 

Die Erfizidung wird nachstehend anhand von AusfOh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die y^hhrtmg 
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nAhererl&utert 

F^. 1 ist eine schematische Draufsicht auf eine erfin- 
dungsgemlBe Mehrfachchip^Halbleitervorriditiin^f ge- 
einem ersten AusfQhniQgsbeli^ieL 

Fig* 2 ist eine schematische Schnittansicht entlang ei- 
nerUnie A-AinFlg; 1. 

FSg. 3 ist dne schematische Draufsicht auf ein zweites 
Ausfdhnnigsbeisplel der erflndungsgemWea Mehrfach- 
cMp*HalbIeitervorrlchtiing. 

Fig. 4 ist eine schematische Draufsicht auf ein drittea 
AusfOhrungsbelspiel der erfindungsgem&Ben Mehrfach- 
chip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht entlang ei- 
ner Unie B-B in Fig. 4. 
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in dem das zweite Halbleiterelement 12 anzubringen ist, 
und die sich von Stellen in der Nflhe des Seitenrandes 
des zweiten Halbleiterelements 12 weg nach auBen er- 
strecken, und vierte Leiter i9d, die sich von Stelien in 
der Nflhe des Seitenrandes der Anschlu0flkche 21 weg 
nach auBen erstrecken. wobei sie unterhalb des Anbrin- 
gungsbereiches fOr das zweite Halbleiterelement 12 
verlaufen. Auf den vierten Leitem Idd ist eine geeignete 
Isolierschicht 22 zum eiektrischen Isolieren des darauf 
bef estigten zweiten Halbleiterelements 12 von den vier- 
ten Leitem 19d angeordnet D,h, einige der Leiter 19, 
nfimlich die vierten Leiter 19d erstrecken sidi von elner 
Seite (der rechten Seite nach F!^ 1) zur anderen Seite 
(der linken Seite nach Flg« 1) des zweiten Halblelterele- 



F!g. 6 ist eine schematische Draufsicht auf ein viertes 15 ments 12, ohne mit der ersten HauptfiAche 16 oder der 



Ausftthrungsbeispiel der erfindung^emilBen Mehrfach- 
chip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf ein funftes 
Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen Mehrfach- 
chip Halbleitervorrichtung. 

Fig. 8 ist eine schematische Schnittansk:ht endang el- 
ner Unie OC in Fig. 7. 

Fig. 9 ist eine schematische Draufsicht auf ein sechs- 
tes Ausfdhrungsbeispiel der erfindungsgemafien Mehr- 
fachchip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 10 ist eine schematische Draufsicht auf ein sie- 
bentes AusfOhrungsbeispiel der erfindungsgemflBen 
Mehrfachchip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 11 ist eine schematische Schnittansicht entlang 
elner Unie D-D in Fig. 10. 

Fig. 12 ist eine schematische Draufsicht auf ein achtes 
Ausf Ghrungsbeispiel der erHndungsgemfiBen Mehrfach- 
chip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 13 ist eine sdiematische Schnittansidit entlang 
einer Linie E~E in Fig. IZ 

Fig. 14 ist eine schematische Draufsicht auf eine her- 
kdmmliche Mehrfachchip-Halbleitervorrichtung. 

Fig. 15 ist eine schematische Schntttansicfat entlang 
einer Linie F-F in Fig. 14, 



zweiten Hauptflflche 17 das zweiten Halbleiterelements 
12 in elektrischem Kontakt zu stehen. In diesem Sinne 
sind die vierten Leiter 19d Oberkreuzungsleiter. 
Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung weist 
20 ferner Bondedriiite 23 zum eiektrischen Verbinden der 
Innenelektroden 15 und 18 auf dem ersten bzw. zweiten 
Halbleiterelement 11 und 12 mit den Leitem 19 des 
Leiterrahmens 20 auf sowie eine GieBharzumhtlllung 
24b in die die Halbleiterelemente 11 und 12, den inneren 
25 Leiterabschnitten entsprechende Teile der Leiter 19 und 
die Bondedrahte 23 eingegossen sind. Aus der Fig. 1 ist 
ersichtlich, daB die mezsten Bondedrahte 23 erste Bon- 
dedrahte 23a sind, die sich von den Innenelektroden 15 
Oder 18 zu den inneren Enden der zweiten oder dritten 
Leiter 19b oder 19c erstreckea jedoch sind andere Bon- 
dedrahte 23 zweite Bondedrahte 23b, die sich von den 
Innenelektroden 15 an dem gemaB Fl^ 1 linken Seiten- 
randbereich des ersten Halbleiterelements zu den inne- 
ren Enden der vierten Leiter 19d erstrecken* dritte Bon- 
dedrahte 23c; die sich von den Innenelektroden 18 an 
dem rechten Rand des zweiten Halbleiterelements zu 
den inneren Enden der vierten Leiter 19d erstrecken, 
und vierte Bondedrahte 23d, die sich von den Innenelek- 
troden 18 an dem Imken Rand des zweiten Halbleiter- 
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Fig. 16 ist eine teilweise veigr6Berte DarsteUung der 40 elements 12 zu den vielen Leitem 19d erstrecken. Auf 

Pig« 1^> diese Weise sind von den Bondedrahten 23 die zweiten 

DieFig. 1 und2 zeigen eine erfmdungsgemBBe Mehr- bis vierten Bondedrahte 23b^ 23c und 23d, die mit den 
fachchipbzw. MCP-Halbleitervorrichtuog. Die Ftg. 1 ist Innenelektroden 15 und 18 der Halbleiterelemente 11 

eine Draufsicht und die Fig. 2 ist eine Ansicht eines und 12 verbunden sind, gemeinsam mit den vierten Lei- 

Sdmittes entlang einer linie A-A in Fl|^ 1. Die erfm- 45 tern 19d verbunden, so daB diese gemehisame Leiter 

dungsgemlBe Halbleitervorrichtung enthait ein erstes sind, die die Innenelektroden 15 und 18 an amen einan-* 

Halbleiterelement 11 und ein zweites Halbleiterelement der benachbarten Seitenrandberdchen der Halbieiter- 

12. Das erste Halbleiterelement 11 hat gemaB F5fi.2 etemente miteinander elektrlsch verbuiden. Die auf die- 

eine erste Hauptfiache 13 und eine zweite HauptflSche se Weise gestaltete ganze Einheit wird mit Ausnahme 

14 bi im wesentllchem rechteckiger Form, wobei ent- 50 der auBeren Endabschnitte der Leiter 19 in die GieBhar- 

lang eines Seitenrandes der ersten Hauptfiache 13 eine zumhOUung 24 eingegossen, wodurch die Mehrfachchlp- 

Anzahl von Innenelektroden 15 ausgebildet ist. Das Halbleitervorrichtung ferdggestellt wird. 

zweite Halbleiterelement 12 hat gemMfi F3|f. 2 eine erste In der erfindungsgemaBcn Halbleitervorrichtung sind 

Hauptfiache 16 und eine zweite Hauptfiache 17 mit im einige der Leiter Oberkreuzungsleiter, die sich zum 

wesentlichen rechteckiger Form, wobei entlang eines 55 OberbrC^en von mindestens einem der Halbleiterele- 

Seitenrandes der ersten Hauptfiache 16 eine Anzahl von mente von einer Seite zur anderen Seite desselben ohne 

Innenelektroden 18 ausgebildet ist eiektrischen Kontakt zu den Hauptfiachen des Halblei- 

Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung weist terelements erstrecken, wodurch der Frdheitsgrad hin- 

femer cinen Lciterrahmen 20 mit einer Vielzahl von sichtlich der Leiteranordnung und der AnschhiBstifte- 

Lcitem 19 auf, an dem die Halbleiterelemente 11 und 12 « verblndung ganz erheblich vcrbessert werden kann. Da 
nebeneinander angebracht sind. Der Lciterrahmen 20 



hat ehie PreBanschhififiache 21 zum Anbringen des er- 
sten Halbleiterelements 1 1, erste Leiter 19a, die sich von 
der AnschluOflacfae 21 weg nach auBen erstrecken, 
zweite Leiter 19b^ die von der AnschluBflache 21 beab- 
standet sind, aber sidi von Stellen in der Nahe des Sei- 
tenrandes der AnscbloBflBche 21 weg nach auBen er- 
strecken, dritte Leiter 19c^ die elnen Bereich umgeben. 



ferner einige der Innenelektroden der mehreren Halb- 
leiterelemente fiber die Bondedrahte mit den gemeinsa- 
men Leitem verbunden sind, so daB Ober diese die In- 
nenelektroden auf den Halbleiterelementen miteinan- 
65 der verbunden sind, ist die Zuveriassigkcit der Zwi- 
schenverbindungen zwischen den Innenelektroden so- 
wie der Halbleiterelemente selbst verbessert; wobei die 
Innenelektroden an den nidit zueinander benadibarten 
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Seitenrandbereichen der Halblelterelemente ange- 
scfalossen werden kdnnen, wodurch der Ftviheits^d 
UnslchtUcb der Leiteranordnung verbessert ist 

Die Fig. 3 zeigt tin zweites AusfOhningsbeispiel der 
erfindungsgem&Ben Mehrfachchip-Halbleitervorrich> 
tung, bei dem ein Leiterrahmen 25 Iceine AnschluBflkcbe 
hat und ein erstes und zwdtes Halbleitereiement 26 und 
27 aber elektrisch isolierende Schichten 28 und 29 an 
gemeinsamen Oberkreuzungsleiteni 19e angebracht 
fiind, die sich gemflB Fig. 3 quer aber die Halbleitervor- 
richtung erstrecken. Diese Anordnung ergibt gldcharti- 
ge vorteilhafte Ergebnisse wie diejen^e bei dem ersten 
AusfOhrungsbeispieL 

pie Fig. 4 und 5 zeigen ein drittes Ausf Qhrungsbel- 
spiel der erfindungsgemaOcn Mehrfachchip-Halbleiter- 
vorrichtung, bei dem ein Leiterrahmen 30 cUe AnschluB- 
flflche 21 aufweist, an der das erste Halbleitereiement 11 
angebracht ist, wfihrend ein zweites Halbleitereiement 
32 aber dne elektrisch isolierende Schlcbt 31 an Leitem 
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hen, das gemfiB der Darstellung in Fig. 1 an einer An- 
schlufifldche angebracht ist. die Halblcitervorrich- 
tung enth&lt einen Leiterrahmen 45 mit der AnschluBfia- 
che 21, an der das erste Halbleitereiement 11 ange> 
bracht ist um eine Anschlufiliachemnontage- Vorrich- 
tung zu bilden, das zwdte Halbleitereiement 3?, das an 
seiner ersten Hauptfl&±e Uber die Isollerschicht 31 an 
dem Leiterrahmen 45 axigebracht ist, um eine "Leiter auf 
Chlp'-Vorrichtung zu hilden. und eha drittes Halbleiter- 
eiement 46, das an sdner zweiten Hauptflftche unter 
Zwischensetzen einer Isolierscfaidit 41 an dem Ldter* 
rahmen 45 angebracht ist, um eine "^p auf Leiter^ 
-Vorrichtung zu bildea 
Die Fig. 10 und 1 1 zeigen ein aiebentes AusfObrungs- 
15 beispiel der crfindungsgemflBen Mehrfachchip-Halblei- 
tervorrichtung, das einen Leiterrahmen 50 mit ehier 
Vlelzahl von Leitem 19 und zwei AnschluBflfichcn 21 
sowie ein im wesentlichen rechteckiges erstes Halblei- 

<t%t J *A ^ — CI ^' — tcrelement 54 und ein im wesentlichen rechteckiires 

I9f und 19g angebracht ist. denen die erste Hauptflache 20 zweites Halbleitereiement S5 aufweist die Jewdls an 
16OTgewandtist,andcr Innenelektroden33ausgeb^^ den AnschluBflflchen 21 angebracht sind und gemlB 
rad, wodurch erne HaJblciten^^ rtg. 11 jcweils eine erste Hauptflfiche 51 undeinezwei- 

Chip -AusfOhrmig gebildet isL Die Leiter 19f sind mit te Hauptflftche 52 haben, wobei an der ersten HauotfUl- 
ihren mnercn Enden Ober die Isolierschicht 31 der er- che51 cine VidzahlvonlnnenelektrodenSSausgebfldet 
sten Hauptflache 16 des zwcitcn Halbleiterelcments 32 25 ist Die Innenelektroden 53 an dem ersten und zweftcn 
gcgenftbei^gesetzt, wihrend sxch die Uiter 19g quer Haibldtcrelement 54 und 55 sind Ober Bondedrfthte 23 
Ober die crate Hauptflftche 1 6 des zweiten Halbleiterde- mit den Ldtem 19 des Ldterrahmens 50 verbunden. Die 
ments 32 hinweg erstrecken. Die Innendeirtrodcn 33 beiden Halbleiterelementc54 und 55 sind mit ihren Sei- 
r^^!^^H^ l^^l^^^^^J^lf^^^f 'f"^ J«^«^ tcnrftndem paralld zudnander nahe andnander anse- 

Bondedrfthte^e bzw, 23f nut den Leitem 19f und 19g 30 ordnct, wobd die Innenelektroden 53 an den einand^ 
i^SKi^Sl ™5^il^f?°t.'^"l^™^^^^^^^^ benachbarten Sdtenrftndera dektrisdi Ober dn Film- 

inimSlT vorteilhafte Ergebmssc wie bei dem ersten bondeband CTAB-Band) 56 verbunden sind Im einzel- 
nfS^^ "^^^^.'^.^^^'^^i*^ . dnander gegenOberliegenden Enden 

erS^^^t^XJ^^^^L^^^ vonFjnibonddeitem58,dieaufdnemdektrischisoHe. 
crrmdimgsgemaBen Mdirfachdup-Halbleitcnrorrich. 35 rendcn Band 37 bcispielsweisc aus Polyimid ausgebildet 

and, auf die Innenelektroden 53 an den einander be- 
nachbarten ficitcnrandem der beiden Halbldterelemen- 
te 54 und 55 aufgelegt und nach dem Flhnbondeverfah- 
ren direkt angeschlossen, so daB das Haibldtcrelement 



tung, das einen Leiterrahmen 35 mit durchlaufenden 
Leitem 19h aufwcist, die sich quer durch die Halbldtei^ 
vorrichtung von einer Sdte zur anderen erstrecken imd 
an dcnen Ober Isoliersdiiohten 38 und 39 dn ex^tes 



tr->iui J* V — — rcu uircKi: uigescuuossen, SO oais oas rlaibleitereleinent 



- — — — -.^M.vMt. •u*^ VIM jncuuiciicmcincm 

37 derart angebracht sind, da0 deren erste Hauptflfichen 
den durchlaufenden Leitem 19h zugewandt sind Auch 
bei dlesem AusfOhrungsbdspiel k5nnen vorteilhafte Er- 
gebnisse erzielt werden, die denjenxgen bd dem ersten 
AusfOhrungsbeispid gldchartig sind 

Die Fig. 7 und 8 zeigen dn fflnftes AusfOhrungsbd- 
spid der Erfindung, bd dem die Halbleltervorrichtung 
einen Leiterrahmen 40 ohne Anschhi0flflche aufwdst, 
das erste Halbleitereiement 11 an seiner zwdten Haupt- 
flftche 14 Uber dne dektrisch isolierende Schicht 41 an 
Ldtem 19j angebracht 1st und das zwdte Hdbldterdc- 
ment 32 wie bd der in Rg. 4 dargestdlten Anordnung 
die lifter auf Chlp*'-Vorrichtung in bezug auf die Leiter 
19r und 19g biUet Die Leiter 19f sind Ober die Isolier- 



45 



50 



deverfahren einer geringeren mechanischen Belastung 
ausgesetzt ist und keine mechanische Schftdigung auf- 
tritt Die Hdbldtervorrichtung weist femer dne GieB- 
harzumhOUung 24 auf, die die Halblciterelemente 34 
und 55, die den inneren Ldtem entsprechenden Ab- 
schnitte der Leiter 19, das Flhnbondeband 56 und die die 
Bondedrfthte 23 einschlleOt und einkapselt 

Die Fig. 12 und 13 zdgen ehi achtes Austilhrungsbd- 
spid der erfindungsgemftfien Mehrfachchip-Halbldter- 
vorrichtung, das dnen Aufbau hat, der dengenigen des 
in Fig* 10 und 1 1 dargestdlten AusfOhrungsbdspids mit 
der Ausnahme gldchartig ist, dafi das verwendete Fihn- 
bondeband dn Fllmbondeband 60 ist, wdches an bdden 
Oberflftdien des Isolierbandes metallisiert isL Im einzd- 



•rfiiiSrtVi hf««tlVj^^ iS^ u i^j^ j*oiitsr- uneraacnen aes isolierbandes metallisiert isL Im dnzd 
SlSalhL&tll^^^^^ « i^nwdstdasFilmbondebandeOdnddctrischisoUerS- 
^MSf^tSS^t"!^^ toBand61,Filmbondeleiter62;dieaufnurdnerOb^- 
sich die Ldtw 19g quer ober die erste Hauptflftche 16 flftche des isolierenden BandeTei sebUdet ^ tmd ri- 
des zweiten Halbleiterdements 32 hinweg ersti^en. nen ObericreuzuM-ram^elekS 

SilS^J riS^JfSl T^t?- ^ AusfQh- einen Mittdabscfanitt 64, der SdSobeS 

rungibeiqjiel smd audi die glekdiea vorteittiaftcn Er- cbe des isonerendm Ranri*. Si i.7 '^P*™*. 

Bei«nen.InnB.9gezci^en«d.»tenA«sfBhrung.- « SS.ffi'S^'^S^lSJ^S oS^I^S? 

beispie der erfindungsgemlBen Mehifachehip-Halblei- zungsleiter 66 dat^d^T^^^^r.^^^ 

tervorrichtuiw ist in der in FJg; 7 und 8 dai^teUten »m*AuIwi^^iSd^^!^T^ton^^' 

AnoKtoungelnzustoKche.Hdbleiterelementvo.»e«^ band 60 eine ^K!^v!SiSg l^JSS; 
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werden, ao da0 der F^iheitsgrad hinsichtlich der An- 
schluBstifteverbindungen welter erhdht ist 

GemSB der vorangdhenden Beschretbung sind in der 
erfindungsgemaJBcn Mehrfachchip-Halbleitervorrich- 
tung einige der Leiter Oberkreuzungsleiter, die sich von s 
eber Seite zur anderen Seite von mindestens einem der 
Halbleiterelemecte ohnc elektrischen Kontakt mit den 
Hauptflachen des Halbleiterelements eratrecken, um 
das Halbleiterelement zu uberbrOcken, wodurch der 
Freiheitsgrad hinslchtlich der Lciteranordnung und der lo 
StifteanschluBverbindungen sehr stark verbessert wer- 
den kana Da fcrner einige der inneren Elektroden der 
mehreren Halbleiterelemente fiber die Bondedr&hte mit 
den gemeinsamen Ldtem verbunden sind, uber die die 
Innenelektroden miteinander verbunden werden, ist die 15 
Zuveriassigkeit der Zwischenverbindimgcn zwischen 
den Innenelektroden und der Halbleiterelemente sclbst 
verbessert, und da die Innenelektroden an einander 
nicht benachbanen seitcnrandbereichen der Halbleiter- 
elemente miteinander verbunden werden konnen, ist 20 
der Freiheitsgrad hinslchtlich der Leiteranordnung ver- 
bessert Daher kann die Leiterinduktivitat vermindert 
werden, was eine Verringerung von Stoningen ergibt 
Da die Leiter auch gemeinsam genutzt werden kdnnen, 
kdnnen beispielsweise dann, wenn zwei Halbleiterele- 25 
mente mit 150 AnschlQssen zum Bildcn einer Mehrfach- 
chip-Halbleitcrvorricbtung verwendet werden, unge- 
fahr 10% der AnschluBstifte weggelassen werdea Da- 
her wird die Anordnung des Chips und der Leiter ein- 
fach, die Vorrichtung wird klein und die Auslegiing der 30 
peripheren Schaltungen wird einfach. Da femer zum 
elektrischen Verbinden der Innenelektroden an benach- 
barten Halbleiterelementen der Vielzahl der Elcmente 
em Filmbondeband bzw. TAB-Band verwendet werden 
kann, sind die Zuveriassigkeit der Zwischenverbindun- 35 
gen 2^l5chen dlesen Innenelektroden und die Zuverl&s- 
sigkeit der Halbleiterelemente selbst verbessert 

EIne in Harz eingegossene Mehrfachchlp-Halbleiter- 
vorrichtung weist einen Lelterrahmen mit einer Vielzahl 
von Leitem auf, zu denen Oberkreuzuiigsleiter zflhlen, 40 
welche sich an der Vorderselte oder der Riickseite von 
Halbleiterelementen Ober deren Seitenrftnder huiaus er- 
str«:ken, wobei sie infolge eines dazwischengeffigten 
isoliercnden Materials keinen elektrischen Kontakt zu 
dem Halbleiterelement haben. Die Elektroden eines 45 
Elements imd eines anderen Elements sind durch Bon- 
dedr&hte gemeinsam elektrisch mit dem Oberkreu- 
zungsleiter verbunden. Die Vorrichtung kann zum elek- 
trischen Verbinden der Elektroden benachbarter Ele- 
mente ein FOmbondeband mit auf einem Isolierband 50 
gebildeten Leitern enthalten. Das Filmbondeband kann 
einen Oberkreuzungsleiter zum Oberkreuzen eines an- 
deren Leiters enthalten. 

PatentansprQche 55 

1- Mehrfachchip-Halbleitervorrichtung mit mehre- 
ren Halbleiterelementen, die jeweils cine erste und 
eine zweite Hauptfl^e und cine Anzahl von auf 
der ersten Hauptflache angeordneten Innenelek- eo 
troden haben, gekennzeichnet durch einen Lelter- 
rahmen (20; 25; 30; 35? 40; 45), an dem die Halblei- 
terelemente (1 1, 12; 26,27;n, 32; 36, 37; U. 32, 46) 
angebracht sind, mit einer Vielzahl von Leitem (191 
zu denen Oberkreuzungsleiter (19d; 19e; 19g; 19h; 65 
19g; 19j) zflhlen, die sich von emer Seite zur ande- 
ren Seite von mindestens einem der Halbleiterele- 
mente ohne elektrischen Kontakt mit den Haupt- 
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flfichen des Halbleiterelements aber dessen Seiten- 
rflnder hinaus erstrecken, wobei die Innenelektro- 
den (15^ 18, 33) an den Halbleiterelementen elek- 
trisch durch Bondedrahte (23) mit den Leitem des 
Leiterrahmens verbunden sind und die Halbleiter- 
elemente^ Telle der Leiter und die Bondedrflhte in 
Gie6harz(24} eingegossen sind. 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB das mindestens eine Halblei- 
terelement (12; 11) an seiner zweitcn Hauptflftche 
(17; 14) an einem elektrisch isoliercnden Material 
(22; 41) angebracht ist, welches an den Oberkreu- 
zungsleitem (19d; 19J) angebracht ist 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB das mindestens eine Halblei- 
terelement (32) an seiner ersten Hauptflgche an 
einem elektrisch isoliercnden Material (31) ange- 
bracht ist wekhes an den Obericreuzungsleitem 
(19g) angebracht ist 

4. Halbleitervorrichtung nach einem der AnsprOche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
eine der Innenelektroden (18; 33) des mmdesteos 
einen Halbleiterelements (12; 32) und mindestens 
eine der Inncnelektrode (15) eines anderen Halblei- 
terelements (11) durch Bondedrfihte (23c^ 23b; 23f, 
23b) beide elektrisch mit einem der Oberkreur- 
zungsleiter (19d; 19g) verbunden sind. 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprficbe 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, da3 der Leiterrah- 
men (20; 30; 45) eine PreOanschluBflflche (21) auf- 
welst, an der ein anderes der mehreren Halbleiter- 
elemente angebracht ist 

6. Halbleitervorrichtung n ach Anspruch I, dadurch 
gdcennzeichnet, dafi der Lelterrahmen (20) eine 
PreBanschluBflache (21) aufweist, an der ein ande- 
res (11) der mehreren Halbleiterelemente ange- 
bracht kt, daB das mindestens ehie Halbleiterele- 
ment (12) an seiner zweiten Hauptflache (in an 
einem elektrisch isoliercnden Material (22) ange- 
bracht ist, welches an den Oberkreuzungsleitem 
(19d) angebracht ist, und daB mindestens eine der 
Innenelektroden (18) des mindestens einen Halbld- 
terelements und mindestens eine der Innenelekm- 
den (15) des anderen Halbleiterelements durch 
Bondedrahte (23(^ 23b) beide elektrisch mit mmde- 
stens emem der Oberkreuzungslater vtti>unden 
sind. 

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die mehreren Halbleheiele- 
mente {^^2T} alle an ihren zweiten Hauptflflchen 
an den Oberkreuzungsleitem (19e) angebracht 
sind, die alien Halbleiterelementen gemeinsam sind. 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet daB sich die Oberkreuzungsleiter 
(19e) aber die ganze Halbldtervoirichtung hinweg 
erstrecken und daB Innenelektnaiden an den Halb- 
leiterelementen (2^ 27) elektrisch mit doi Ober^ 
kreuzungsleitem verbunden sind. 

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch I, dadureh 
gekennzeichnet daB der Lelterrahmen (30) eine 
PreBanschluBflflche (21) aufwcist; an dem ein ande- 
res (11) der mehreren Halbleiterelemente ange- 
bracht ist daB das mindestens eine Haiblelterele- 
tn«it (32) an seiner ersten Hauptflache an emem 
elektrisch isoliercnden Material (31) angebracht ist, 
welches an den Oberkreuzungsleitem (19g) ange- 
bracht ist, und dafi mindestens eine der Innenelek- 
troden (33) des mhidestens ehien Halbleiterele- 
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ments und miadestens eine (15) der IzmcBelektro- 
den des anderen Halbieiterdemeats (11) durch 
BondedrShte (23!, 23b) beide mit mindestens einem 
der Oberkreuzungsleiter verbunden sind. 

10. Haibleitervomchtung nach Anspruch 1, da- 5 
durch gekennzezchnet, daS die mehreren Halblei- 
terelemente (36» 37) aUe an thren ersten HauptflS- 
chen an den Oberkreuzungsleitem (19h) ange- 
bracht sind, die alien Halbldterelementen gemeia- 
sam sind 10 

11. Halbleitervorrichtung nach Anspruch IQ, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Obeiicreu- 
zungslelter (19h) durch die ganze Halbleitervor- 
richtung hindurch erstrecken und daO Innenelek- 
troden (15» 18) an den Halbleiterelementen dek- 15 
trisch mit den Oberkreuzungaleitem verbund«i 
sind. 

12. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das mindestens eine 
Halbleiterelement (32) an seiner ersten Hauptflfi- 20 
che an einem elektrisch Isoiierenden Material (31) 
angebracht ist, welches an ersten Oberkreuzungs- 
leitern (19g) angebracht ist daD ein anderes Ha&>- 
Idterelement (1 1) an seiner zweiten Hauptflflcfae an 
emem elektrisch isoiierenden Material (41) ange- 23 
bracht ist, welches an zweiten Oberkreuzimgslei* 
tern (19j) angebracht ist, und daB mindestens eine 
der Inneneldctroden (33) des mindestens einen 
Halbleiterelements und mindestens eine der Innen- 
elektroden (15) des anderen Halbleiterelements ge* so 
melnsam durch Bondedrfihte (23f, 23b) dektriscfa 
mit einem der ersten Oberkreuznxigsleiter verbun* 
den sind. 

13. Mehrfachchip-Halbleitervorrichtung mit meh- 
reren Halbldterelementen, die Jewells eine Anzahl 35 
von daran angeordneten Innendektroden haben, 
mit einem Leiterrahmen, an dem die Hdbldterele- 
mente angebracht sind und der eine Vielzahl vc»i 
Ldtern hat, imd mit Bondedrfthten, die die Innen- 
elektroden an den Halbleherdementen mit den 40 
Leitern des Lelterrahmens verhlnden^ gekenn- 
zeichnet durch ein Filmbondeband (56; 60) mit ei- 
ner Vielzahl von auf einem elektrisch isoiierenden 
Band (57; 61) ausgebildeten, dektrisch leitenden 
Fiimbonddeitem (58; 62), die Jewells durch LOten 45 
mit den Innendektroden (53) benachbarter Halb- 
leiterelemente (54, 55) zum dektrischen Verbinden 
derselben verbunden sind, wobei die Halbldterele- 
mente. Telle der Leituogen. die Bondedrfihte und 
das FUmbondeband in ein Giefiharz eingegossen 50 
sind 

14. Hdbleitervorrichtung nach Ansprudi 13^ da- 
durcb gekennzeichnet; daB die Fihnbondddter(^ 
auf nur einer Seite des Isolitf enden Bandes (57) 
gebikietsind. 55 

15. HdbleitervorrichtUQg nach Anspruch 13 oder 
14, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens einer 
der Fiknbondeleiter (62) einander gegenQberiie- 
gende Endabschnitte (63X die auf der gldchen Sdte 
des Isollerbandes (61) geblldet sind, einem Mittd- eo 
abschnitt (64), der auf der anderen Sdte des IsoUer- 
bandes geblldet ist, imd Oberfarttckungsabschnitte 
(65) enthait, die elektrisch die Endabschnitte mit 
dem Mittdabsdmitt verbinden. 
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